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Cr2O3 と-Fe2O3 では最適な成膜条件は大きく異なった．Cr2O3 の場合，酸素量が少なめであるメタルモードで
の成膜で良質の Cr2O3 薄膜が製膜できたのに対し，-Fe2O3 では，酸素を十分導入した酸化物モードで良質の
























あり，そのためには 1 桁の磁気異方性の向上が必要となると予想される．一方で，格子歪みによる TNの変化を
第4章で説明した磁化の温度依存性から測定したところ，Cr2O3の場合，a軸が伸びるほどTNが下がるという結
果が得られた．このことは，TBと TNはひずみに対してトレードオフの関係となることを意味している．しかし











変化によりTMが260 Kから400 Kに上昇すると見積もられる．5d元素である Irの有する大きなスピン軌道相
互作用が TM向上に大きく寄与していると考えられる．いずれにしても，Ir少量ドープによって 400K以上まで
垂直スピンを維持した-Fe2O3薄膜を作製することに成功した． 




Cr2O3薄膜でも室温付近の TBを達成することに成功し，②Ir ドープによって 400K 以上まで垂直スピン構造を
持つ α-Fe2O3薄膜を作成することに成功した．磁気デバイスへの応用を考える上ではこれらに加えてスピン相関
を利用したネール温度の向上が不可欠であり，極薄Cr2O3薄膜(~2nm)において交換バイアスを発現することが今
後最も重要な課題となる．そのため，格子歪みに加えてα-Fe2O3薄膜において得られた Ir(5d元素)ドープによる
異方性向上といった方法をCr2O3薄膜に対しても適用する必要があると考えられる．本成果から得られた知見は，
電気磁気効果材料Cr2O3の動作温度を実用域まで向上させるのに不可欠な知見となるとともに，ネール温度とい
う非常に制御しがたい物理量を向上させる指針を示している重要な結果である． 
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